EJERCICIO 1 (realizar los calculos con una precision de 5 cifras significativas)
(1) a) Dibujar la curva de transferencia del circuito de la figura. (Vz=9,4V;V,=0,6 V; R =1kQ)

R
—1 ] 0
D5
. D2
vi (W) D4 v,
- D1
D3
=

D1, D2 Corte

*—oo <V, SV, =
D3, D4, D5 Conducen

Vo = —(Vog + Vo, +Vps) = —(0,6V +0,6V + 0,6V )= —18V

(o]

Esto se cumplira mientras que —V; > (Vy3 +Vy4 +V75): (0,6V +0,6V +0,6V ) =18V = v, <-18V
Entonces se tiene que Vy; =-1,8V

D1, D2 Corte

*-18V <v, <V, =
D3, D4, D5 Corte

No circula corriente por el circuito y la caida de tensién en R es nula. Por lo tanto, v, = v;.

Esto se cumplira mientras que V; < (\/Zl +V,, ) =(9,4V +0,6V)=10V
Entonces se tiene que Vx, = 10V

D1 Re gula
*10V <V, <0 = D2 Conduce
D3, D4, D5 Corte

v, =V, +V ,)=(9,4V +0,6V)=10V
Por lo tanto, la funcion de transferencia del circuito es la siguiente:

-18v —o <V, <-18V
V, =14V, -18V <v, <10V
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(0,5) b) Dibujar la forma de onda de la sefial de salida si a la entrada se aplica una sefial (expresada en voltios) v; (t) = 15 sen wt.

AV (V)

(0,5) c) Si se aumenta el valor de la resistencia R, el diodo D1 empezaria a regular y el diodo D2 a conducir a una tensién v;
mayor 0 menor que la del apartado a).

El valor de R no influye sobre el estado de polarizacion de los diodos.



EJERCICIO 2 (realizar los calculos con una precision de 5 cifras significativas)
(1) a) Hallar el punto de trabajo en reposo del transistor de la figura.

DATOS:Vec=15V Ri=100Q R;=10kQ R;=47kQ Rc=1KkQ Rg=500Q Rg=500Q C;=C,=C3= 47puF

Transistor: Vegeon=0,7V ~ Vcea= 0,2 V B =100

En reposo (f = 0) los condensadores son circuitos abiertos. Se hace el equivalente Thevenin del divisor resistivo del circuito de
polarizacidn de la base y el circuito que queda para el andlisis del punto de trabajo en reposo del transistor es:

Veo Vi, =V —2 —15y 47K _ 47050y
R, + R, 10K +4,7K
RC
Ry =R /IR, = RieR, _LOK-A7TK 31970k
e R +R, 10K +47K
Ry
W T, ) * Se supone que el transistor esta en activa:
Vi o Re=RetRg,  Viy =l Ry +Vge + 1 Re = 15 Ry +Vge +(B+1)1, R, =
Vi Ve _ 470N -0V _ 0,039309mA = 39,309 /A

| — =
=+ = ® Ry, +(#+1R.  31972K +101-1K

B 15 =100-39,3091A = 3,9309mA
= (B +1)l, =101-39,309A = 3,9702mA

IC
IE
Ve =Vee —lc -Re = I - R =15V —3,9309mA - 1K —3,9702mA - 1K = 7,0989V  => Suposicion correcta

Por lo tanto el transistor esta en activa y el punto de trabajo es:

Q=(3,9309 mA; 7,0989 V)



(1) b) Hallar el valor minimo que debe tener Rc para que el transistor esté saturado en el punto de trabajo en reposo
Para que el transistor esté saturado debe cumplirse que Ve = 0,2V =V =V =l -R. + 1 -Rg

Justo al entrar en saturacién debe cumplirse esta igualdad viniendo en transistor del estado activo. Despejando R se obtiene:

Vee =V — I -Re 15V —0,2V —3,9702mA-1K

R
¢ I 3,9309mA

=2,75K

Por lo tanto, para una resistencia mayor o igual a 2,75 KQ el transistor estaria saturado en el punto de reposo.

R. > 2,75KQ

(0,5) c¢) Hallar el valor del condensador C, para que en el punto de trabajo en reposo el transistor esté saturado

El valor de C; no influye en el punto de trabajo en reposo.

(0,5) d) Hallar el valor de la tension de salida v, si a la entrada se aplica una tensién continua v; (t) = 10 V.

Como latension de entrada es continua, los condensadores siguen comportandose como circuitos abiertos y no circula corriente por
ellos.




EJERCICIO 3 (realizar los calculos con una precision de 5 cifras significativas)

(1,5) a) En el circuito de la figura calcular los estados por los que pasan los transistores cuando Is varia entre 0 y 100 Ay los
valores limites de dicha Is en donde los transistores cambian de estado. Las caracteristicas del JFET se pueden aproximar por
tramos lineales.

DATOS: Vpp =15V R=4kQ
Transistor T1: Veeon= 0,7V~ Vegsa= 0,2V B =100
Transistor T2: [Vp| =4V |lpss| = 2 mA

VDD

*1s=0 =>T1lyT2encorte

*0<ls =>T1y T2 empiezan a conducir, T1 en activa 'y T2 en éhmica.
Viop =Vps +Vee =15V =V +V¢
Como Vgs =0, T2 entra en saturacion para Vps = |Vp| = 4V => Ve = 11V y T1 sigue en activa.

\Y
Cuando T2 entraen saturacion |, =%=%=1mA; Ip =lpss =2MA= I =15 +1; =2mA+1ImA =3mA
I
Como Tl estdenactiva=> |, =~ = SmA _ 0,03mA=30pA= I
£ 100

Por lo tanto para 0 < Is < 30 pA T1 esta en activa'y T2 en 6hmica

*30 uA <ls =>Tlestad enactivay T2 en saturacion. El préximo cambio de estado se producira cuando T1 se satura. En este punto
T2 ya esta saturado y tiene que cumplirse que Ve = 0,2V. Esto implica que:
Vv 14,8V

Vos =Vpp —Vee =15V -0,2V =148V = I, :% ZT =37/mA= 1. =1, +1; =2mA+3,7mA=57mA
La corriente de base necesaria para alcanzar esta corriente de colector necesaria para saturar T1 serd

I 5,7mA
|, =—S=""""-0,057mA=57uA= |,

B 100
Por lo tanto para 30 pA < Is <57 pA T1 esta en activa y T2 saturado y para 57 pA < Is < 100 pA T1y T2 estan saturados

La respuesta a este apartado es la siguiente:

*lg=0 T1ly T2en corte
*0<l1s<30 pA T1en activay T2 en 6hmica

*30 pA < Is <57 uA T1 en activa 'y T2 saturado
*57 nA<Is<100 pA  T1saturadoy T2 saturado




(1) b) Hallar el valor que deberia tener R para que la corriente maxima en el colector del transistor T1 fuese de 10 mA
La corriente méaxima en el colector se alcanza cuando T1 se satura => Ve = 0,2 V'Y Vps = Vpp — Vee = 15V - 0,2V = 14,8V.

Este valor de Vce implica que T2 esta también saturado y como Vgs = 0 la corriente de drenador Ip tiene que ser igual a Ipss = 2
mA.

Para que I sea igual a 10 mA'y como Ic = Ip + Ig, tiene que cumplirse que Ig = Ic = Ip =10 mMA -2 mA = 8 mA.

Vv
|, =Yos o g Yos 148V g5y
R I, 8mA

‘ R =1,85KQ \

(0,5) c) Hallar el valor de la tension entre el colector y el emisor del transistor T1 cuando la fuente de corriente Is toma un valor de
10 pA.

Para Is = 10 uA T1 esta en activa y T2 estd en 6hmica. El circuito equivalente seria el siguiente:

VDD

ros//R = 1,3333K

Vo | a4V rs R 2K -4K

= _=2K roo /IR = ~
1o | 2MA r +R 2K +4K

=1,3333K

Ve =V — I - (I /I R) =15V —1mA-1,3333K =15V —1,3333V =13,666V

VCE = 13,666V




